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１．概要（Summary） 

  中空構造 SOI(Silicon on Insulator)層を用いた低温

転写技術における高性能フレキシブルデバイス実現のた

め、広島大学ナノデバイス・バイオ融合研究所の設備を

用いて微細加工を行った。現在、課題としてフレキシブル

基板上への単結晶 Si 膜の転写歩留り向上が挙げられる。

調査の結果、転写歩留りを低下させる主な要因として転

写時にパーティクルが引き起こす気泡によるものと、SiO2

柱サイズ(直径)によるものの二つであることが判明した。

気泡が発生すると、その部分は転写不可能となるため、

洗浄工程の追加によりパーティクルの除去を試みた。また

従来の SiO2柱サイズは約 940 nmと太く転写されない事

から、再現良く細いSiO2柱が作製できるプロセスとして濃

度の異なる HF を用いて、二段階のウェットエッチングを

行った。また以上のプロセスでインバータ回路を作製し、

動作を測定した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

マスクレス露光装置 

【実験方法】 

SOI基板[SOI層: p-type Si(100), 8-20 Ω∙cm]にお

いて SC1+HF 洗浄後、マスクレス露光装置を用いて 3 

m × 6 mのライン両端に 20 m × 20 mの正方形の

Si 膜を配置したドッグボーン形状にパターンニングした

(Fig.1)。次に、BOX層(SiO2層)を 25%の HFにて 5分

40 秒エッチングした後、さらに 2.5%の HF にて 2 分 50

秒間の追加エッチングにより SiO2 柱に支えられた中空

構造 SOI 層を形成した。ここで中空構造 SOI 層とは、極

細の SiO2柱で局所的に保持された単結晶 Si膜のことで

ある。また PET 基板においてスクラブ洗浄と純水超音波

洗浄をした後、エイジング処理として 130℃ベークを行っ

た。その後中空構造 SOI層と PET基板を 8 Lの純水を

介して対向密着させ、80°Cのホットプレート上で15分間

加熱後、基板を分離することにより c-Si 膜を PET基板上

へ転写した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

各プロセス後の洗浄により、PET 基板・SOI 基板両方

においてパーティクルの除去に成功し、気泡の発生を抑

制することができた。また、BOX 層の二段階エッチングを

実施することで 400 nmの SiO2柱を再現良く作製するこ

とを可能にした。その結果、PET 基板上への転写成功率

99.6％を実現した(Fig.2)。また Fig.3 に示すように作製し

たインバータ回路において入力電圧に対して出力電圧が

反転していることが分かる。 
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